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Додаток 1

Основні параметри рекомендованих біполярних транзисторів для ПНЧ.

	Тип

транзистора
	Провід-

ність
	UКД

В
	IКД

мА
	РКД

мВт
	h21E
	CK

пФ
	(
пс
	FT
МГц
	IOK
мкА

	КТ315В
	п-р-п
	40
	100
	150
	30-120
	7
	500
	250
	1

	КТ315Б
	п-р-п
	35
	100
	150
	50-150
	7
	500
	250
	1

	КТ315Д
	п-р-п
	40
	100
	150
	20-90
	7
	1000
	250
	1

	КТ361Б
	р-п-р
	40
	100
	150
	40-160
	7
	1000
	250
	1

	КТ361Г
	р-п-р
	35
	100
	150
	50-150
	7
	500
	250
	1

	КТ361Д
	р-п-р
	40
	100
	150
	30-90
	7
	250
	250
	1

	КТ3102В
	п-р-п
	30
	100
	250
	200-500
	6
	100
	300
	0,1


	КТ3102Г
	п-р-п
	20
	100
	250
	400-1000
	6
	100
	300
	0,1

	КТ3102Д
	п-р-п
	30
	100
	250
	200-500
	6
	100
	300
	0,1

	КТ3107B
	р-п-р
	25
	100
	300
	70-140
	7
	250
	200
	0,1

	КТ3107Г
	р-п-р
	25
	100
	300
	120-220
	7
	250
	200
	0,1

	КТ3107Д
	р-п-р
	25
	100
	300
	180-400
	7
	250
	200
	0,1

	КТ339А
	п-р-п
	25
	25
	260
	25-80
	2
	2500
	300
	1,0

	КТ3108Б
	р-п-р
	45
	200
	300
	50-150
	2
	250
	450
	0,1

	КТ3108В
	р-п-р
	45
	200
	300
	100-300
	2
	250
	450
	0,1

	КТ814А
	р-п-р
	25
	1500
	1000
	40-80
	60
	5500
	3
	50

	КТ814Б
	р-п-р
	40
	1500
	1000
	40-80
	60
	5500
	3
	50

	КТ814В
	р-п-р
	60
	1500
	1000
	40-80
	60
	5500
	3
	50

	КТ814Г
	р-п-р
	80
	1500
	1000
	30-60
	60
	5500
	3
	50

	КТ815А
	п-р-п
	25
	1500
	1000
	40-80
	60
	5500
	3
	50

	КТ815Б
	п-р-п
	40
	1500
	1000
	40-80
	60
	5500
	3
	50

	КТ815В
	п-р-п
	60
	1500
	1000
	40-80
	60
	5500
	3
	50

	КТ816Г
	п-р-п
	80
	1500
	1000
	30-60
	60
	5500
	3
	50


Додаток 2

Основні параметри рекомендованих польових транзисторів для ПНЧ.

	Тип

транзистора
	Провід-

ність
	UСД
В
	IСД

мА
	РСД

мВт
	S

мА/B
	C11

пФ
	С12

пФ
	Iс0

мА
	Uп

В
	FT
мГц
	IOK
нА

	КПС104В
	р-п, п-канал
	25
	10
	45
	0,35
	4,5
	1,5
	5
	0,6
	10
	0,5

	КПС104Д
	р-п, п-канал
	25
	10
	45
	0,65
	4,5
	1,5
	5
	0,6
	10
	0,5

	КПС104Е
	р-п, п-канал
	25
	10
	45
	1
	4,5
	1,5
	4
	1
	10
	0,5

	КП301А
	р-канал
	20
	15
	200
	1
	3,5
	1,0
	5
	3
	100
	0,3

	КП301Б
	р-канал
	20
	15
	200
	1,5
	3,5
	1,0
	5
	4
	100
	0,3

	КП301В
	р-канал
	20
	15
	200
	2
	3,5
	1,0
	5
	5
	100
	0,3

	КП302А
	р-п, п-канал
	20
	24
	300
	3
	20
	8,0
	10
	5
	150
	1,0

	КП302Б
	р-п, п-канал
	20
	24
	300
	7
	20
	8,0
	18
	7
	150
	1,0

	КП302В
	р-п, п-канал
	20
	24
	300
	7
	20
	8,0
	25
	10
	150
	1,0

	КП303А
	р-п, п-канал
	25
	20
	300
	2
	6,0
	2,0
	1,5
	1
	100
	1,0

	КП303Б
	р-п, п-канал
	25
	20
	300
	3
	6,0
	2,0
	1,5
	1
	100
	1,0

	КП303В
	р-п, п-канал
	25
	20
	300
	4
	6,0
	2,0
	3
	2
	100
	1,0

	КП313А
	ізольований

п-канал
	15
	15
	120
	5
	4,8
	0,4
	4
	6
	300
	10

	КП313Б
	п-канал
	15
	15
	120
	5
	4,8
	0,4
	5
	6
	300
	10

	КП313В
	п-канал
	15
	15
	120
	5
	4,8
	0,4
	7
	6
	300
	10


Додаток 3

Основні параметри рекомендованих операційних підсилювачів ПНЧ

	Тип

ОП
	ЕЖ

В
	RH
кОм
	IСП
мА
	(
В/мкс
	К0
	FT

мГц
	UH

B

	К140УД16
	±12,6
	5
	12
	0,2
	20000
	8
	5,7

	К140УД5Б
	±15
	5
	8
	3,0
	25000
	5
	5

	К140УД6
	±15
	1
	3
	2,0
	50000
	1
	12

	К140УД8
	±15
	2
	5
	2,0
	20000
	1
	10

	К140УД20
	±15
	2
	3,0
	0,3
	25000
	0,5
	11

	КГ44УД2
	±15
	2
	5,0
	20
	50000
	10
	10

	К574УД1
	±15
	2
	5,0
	50
	50000
	10
	10


Додаток 4

Переведення частотних спотворень у відносних одиницях в децибели.
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	М 
	МДБ
	М
	МДБ
	М
	МДБ
	М
	МДБ

	1
	0,000
	1,055
	0,465
	1,14
	1,138
	1,36
	2,671

	1,005
	0,043
	1,060
	0,506
	1,16
	1,282
	1,38
	2,798

	1,010
	0,086
	1,065
	0,547
	1,18
	1,438
	1,40
	2,923

	1,015
	0,129
	1,070
	0,588
	1,20
	1,584
	1,42
	3,046

	1,020
	0,172
	1,75
	0,628
	1,22
	1,727
	1,44
	3,167

	1,025
	0,214
	1,080
	0,668
	1,24
	1,858
	1,46
	3,287

	1,030
	0,257
	1,085
	0,709
	1,26
	2,007
	1,48
	3,405

	1,035
	0,293
	1,090
	0,749
	1,28
	2,144
	1,50
	3,522

	1,040
	0,341
	1,095
	0,7888
	1,30
	2,279
	1,60
	4,082

	1,045
	0,382
	1,10
	0,828
	1,32
	2,411
	1,80
	5,105

	1,050
	0,424
	1,12
	0,984
	1,34
	2,542
	2,0
	6,020



Додаток 5

Переведення частотних спотворень в децибелах у відносні одиниці

М= 10 0,05(МДБ
	МДБ 
	М 
	МДБ
	М
	МДБ
	М
	МДБ
	М

	0
	1
	0,65
	1,078
	1,6
	1,202
	2,9
	1,396

	0,05
	1,006
	0,70
	1,084
	1,7
	1,215
	3,0
	1,413

	0,10
	1,012
	0,75
	1,090
	1,8
	1,230
	3,5
	1,496

	0,15
	1,017
	0,80
	1,096
	1,9
	1,245
	4,0
	1,585

	0,2
	1,023
	0,85
	1,103
	2,0
	1,259
	4,5
	1,679

	0,25
	1,029
	0,90
	1,109
	2,1
	1,274
	5,0
	1,778

	0,30
	1,035
	0,95
	1,116
	2,2
	1,288
	5,5
	1,884

	0,35
	1,041
	1,0
	1,122
	2,3
	1,303
	6,0
	1,995

	0,40
	1,047
	1,1
	1,136
	2,4
	1,318
	7,0
	2,238

	0,45
	1,053
	1,2
	1,148
	2,5
	1,334
	8,0
	2,512

	0,50
	1,059
	1,3
	1,161
	2,6
	1,349
	10,0
	3,162

	0,55
	1,065
	1,4
	1,175
	2,7
	1,366
	12,0
	3,981

	0,60
	1,072
	1,5
	1,189
	2,8
	1,380
	15,0
	5,623


Додаток 6. 

Стандартні ряди для вибору номінальних величин опорів резисторів та ємностей конденсаторів

Ряд Е24 (допуск на точність ( 5%) для вибору номінальних значень опорів резисторів та ємностей конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1.

Ряд Е12 (допуск на точність ( 10%) для вибору номінальних значень опорів резисторів та ємностей конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.

Ряд Е6 (допуск на точність ( 20%) для вибору номінальних значень опорів резисторів та ємностей конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8.

Ряд Е3 для вибору номінальних значень електролітичних конденсаторів, коефіцієнти якого наступні: 1,0; 2,2; 4,7.

Ряд Е3 для вибору номінальних значень окремих типів електролітичних конденсаторів (К50-16, К50-35), коефіцієнти якого наступні: 1,0; 2,0; 5,0.


Додаток 7

Приклад оформлення переліку розрахованих елементів

	Позначення
	Найменування 
	К-ть
	Примітка

	
	Конденсатори
	
	

	С1
	К50 –35 – 16В – 100 мкФ
	1
	

	С2
	К50 – 16 – 25В – 20 мкФ
	1
	

	С3
	К10 – 17 – Н30 – 0,1 мкФ ± 20%
	1
	

	С4
	К10 – 23 – М1500 – 2200пФ±10%
	1
	

	
	
	
	

	
	Мікросхеми
	
	

	DА1
	Мікросхема К140УД815
	1
	

	
	
	
	

	
	Резистори
	
	

	R1
	C2–23–0,25 – 10 кОм ± 5%
	1
	

	R2
	C2–23–0,25 – 1 МОм ± 5%
	1
	

	R3
	CП3–38–0,25 – 2,2 кОм ± 20%
	1
	

	R4
	СП5–16ТА–0,25 – 4,7кОм ± 20%
	1
	

	R5
	C2– 23–2 – 1,5 Ом ± 5%
	1
	

	
	
	
	

	
	Напівпровідникові елементи
	
	

	VD1
	Діод KД503А
	1
	

	VT1
	Транзистор КТ361В
	1
	

	VT2
	Транзистор КП302Б
	1
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